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 論文審査の結果の要旨
 本論文は最近注目をあつめている皿一・W族層状半導体GaSeについてArレーザー励起による
 フォトルミネッセンスの円偏光度の測定を行ない,直接および間接束縛励起子三重項のスピン偏極
 に関する解析より,その準位の微細構造についての定量的知見を得たもので,全編6章より成る。
 第1章は序論で,GaSeの直接および間接励起子の三重項のエネルギー固有値は,C軸のまわ
 りに一軸性の異方性をもつ電子・正孔間の交換相互作用のため(3二1,3。二±1)準位と,
 (S二1、動=0)準位との間に零磁場分裂が存在し得ること,又価電子帯のスピン軌道相互作用
 がもたらす励起子光学遷移選択則への影響として,C軸に垂直な偏光に対する遷移が許容となること
 が述べられている。第2章は本研究の目的を述べたもので,これら励起子の準位の微細構造の原因
 と外部磁場中におけるZeeman副準位の交叉の可能性,又これが各Zeeman副準位のスピン偏極
 の緩和にいかなる影響を及ぼすかを解明することを意図している。第3章では実験方法の詳細が述
 べられている。特に外部磁場中での発光に,石英ガラスの光弾性を利用した変調分光を行なうこと
 により,高分解能の測定を行なっていることが特色である。第4章は実験結果を述べたもので,発
 光スペクトルには直接自由励起子および間接束縛励起子による発光線が観測きれ,その各々につい
 てのrユ.1偏光度磁場依存性には顕著な相違の認められることが指摘きれている。特に後者の発光線は
 外部磁場1.5KOe付近で円偏光度の異常な増大を示す。第5章の考察では,以上の結果の解析に
 WiederとEckの理論を適用することにより,(S罵1,S2=1)および(S謡1,Sz=0)
 のZeeman副準位間には弱い相互作用が存在し,これにより0.0014meVの準位間の反挽が上記
 の磁場付近で存在すること,又零磁場におけるS,二士1準位と3、=0準位との分裂は0.016meV
 と見積もられることを報告している。束縛励起子について,このような相互作用の詳細な知見
 が得られたのは,本研究が初めてである。又,直接励起子と間接励起子では,スピン偏極の緩和に
 相違のあることが指摘きれているが,これらの結果は従来の分光法に比べ,実効的に二桁以上も高
 い分解能を本実験の解析法が持っていることによるものであって,本研究の極めて独創的な成果であ
 る。第6章は結論である。以ヒの論文内容は論文作成者が研究活動を行なうために必要な自立性と,
 高度な研究能力および学識を有していることを示すものである。よって阿武秀郎提出の論文は理学
 博士の学位論文として合格と認める。
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